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伊藤正俊
利用責任者（会社・部署の代表者等）を記入してください。

伊藤正俊
実験時の現場責任者を記入してください。

伊藤正俊
実験時に連絡が取れる番号を記入してください。

伊藤正俊
「資格」について
○ RARiS青葉山の放射線従事者資格あり
△ マシンタイムまでに取得予定
見 非管理区域のみ利用

伊藤正俊
「輸管」（みなし輸出管理）
特定類型①〜③に該当する場合は記入してください。
① 雇用契約等に基づき、外国政府等・外国法人等の支配下にある者
② 経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある者
③ 国内において外国政府等の指示のもとで行動する者
- 該当せず


伊藤正俊
最初に照射するビーム核種・エネルギーを記入してください。

伊藤正俊
実験の目的、内容等を記入してください。照射試験方法の詳細はRARiS担当者と直接競技してください。

伊藤正俊
本項目にチェックがない場合は利用できません。
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